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Radar uretimiicin
teknolojik isbirligi

ASELSAN ile Bilkent Universitesi
Nanoteknoloji Aragtirma Merkezi
(NANOTAM) arasinda “Galyum
Nitrat (GaN) Transistor ve Tiimlegik
Devre Yapim I¢in leri Teknoloji
Yatinmi” konusunda mutabakat
muhtirasi torenle imzalandi. Torende
konusan Savunma Sanayii Miistegan
Murad Bayar, ASELSAN ile birlikte
tasanm ve

soyledi. Bayar, bu teknolojinin radar
iiretiminde kullanilacagim belirterek,
“Radar alaninda en kritik teknolojiyi
kazamyoruz” dedi.

ASELSAN Genel Miidiirii Cengiz
Ergeneman ise radar gibi gelismis
sistemleri Tiirkiye'nin iiretmesi,

bagka iilkelere bagh kalinmamas igin
bu iiriinlerin gelistirilmesi gerektigini
ifade etti. Bilkent iiniversitesi Rektorii
Prof. Dr. Abdullah Atalar da bu
projenin, tiniversitelere aragtirma igin
verilen kaynaklann gercek hayatta
faydal islere dontistiigiiniin giizel bir
ornegi olacagim kaydetti.

2016 yilinda iiretilecek

_ ASELSAN Radar Elektronik Harp ve
Istihbarat Sistemleri (REHIS) Grubu
Tasanm Direktorii Oguz Sener, bu
iiriiniin diinyada 4 iilkede tiretildigi-
ni, ancak satigimin sinirh ve izine tabi
oldugunu belirtti. Sener, yeni nesil
milli radarlarda kullamilacak ilk GaN
transistérlerinin tiretiminin 2016

yilinda gerceklestirilecegini bildirdi.
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